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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



rem ■ ■ — J- . , 

, u- • htiirhHprSoracheberuhtder Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der s.e 
1 - X^^S^^^Lm *»* "ichts anderes angegeben .St. 

5 intemattonale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 undfoder 55.3) 
Zsprtnglich eingereicht" und sind ihm nicht be.gefugt): 
, Beschreibung, Seiten 

in der ursprunglich eingereichten Fassung 

1 - l o 

Anspruche, Nr. 

n 2 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokol. undfcder etwaigen dazugehorigen Tabe.len - siehe Zusatzfeld betreffend das : 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unteriagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

r^Z"^^^^^^ f ^' urepr0ng " ch ein9ere,oh,9n Fassung h,naus9ehen 

(Regei 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

"ersetzt" versehen werden. 
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Feststellung ' 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

B^uT^eTe Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung d.eser 
Feststellung 

1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: EP 891 953 A 
D2: EP 1 142 845 A 

2 Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordemisse des Artikels 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand der Anspruche 1-6, 1 1 und 12 aus folgenden Grunden nicht neu .m S.nne 
von Artikel 33(2) PCT ist: 

2 1 Dokument D1 offenbart eine Glasplatte, die ein Giassubstrat, eine erste Schicht aus 
Siliziumdioxid und eine hydrophobe zweite Schicht enthalt. Die innere Schicht w«rd uber 
ein Sol-Gel-Verfahren durch Aufbringen eines Silans und anschlieBendes Trocknen her- 
gestellt. Die auBere hydrophobe Schicht wird aus einem Fluorsilan hergeste lit (s.ehe 
Anspruch 1). Auf Seite 3 in Zeile 42 wird explizit erwahnt. dass die Sch.cht als Sol auf- 
gebracht wird. Die Schichtdicke der inneren Schicht betragt bis zum 30 nm (s.ehe An- 
spruch 6) Als Beschichtungsverfahren werden Tauchen und Spruhen genannt (s.ehe 
Seite 4 Zeile 10-13) In Beispiel 1 wird nach dem Reinigen des Substrats zunachst e.ne 
Siliziumdioxidschicht aufgebracht, die nach Trocknen bei Raumtemperatur eine D.cke von 
20 nm besitzt (in der vorliegenden Anmeldung wird z.B. in Beisp.el 4 ebenfalls be. 
Raumtemperatur getrocknet). Es ist allgemein bekannt, dass sich bei d.esem Besch.ch- 
tungTverfa'hren aus dem aufgebrachten Sol eine Ge.schicht bi.det, auch wenn d.es n,cht 
explizit erwahnt wird. Da bei der g.eichen Temperatur wie in der vorl.egenden ^me.dung 
getrocknet wird, kann die in D1 offenbarte erste Schicht als anorgan.sche SoUGel-Sch.cht 
m Si ne der voniegenden Anmeldung bezeichnet werden. ,n Beispie. 1 von D1 w,rd daran 
anschlieBend eine Fluorsilan enthaltende Schicht aufgebracht d.e 30 m.n lang be. 1 40 C 
ausgeheizt wird. In den Beispielen 3A, A und 4A n B erfo.gt das Trocknen der ersten Sch cht 
bei ?00°C fur eine Stunde und das Ausheizen der zweiten Sch.cht 30 mm .tang i be. 140 C. 
Der Gegenstand der Anspruche 1 -6, 1 1 und 1 2 ist somit nicht neu gegenuber D1 . 
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2 2 Dokument D2 offenbart in Anspruch 1 ein Verfahren zur Herstellung einer Be- 
schichtung, bei dem eine Hydroxylgruppen enthaltende Siliziumdioxidsch.cht aus e.ner 
Silanlosung hergestellt wird, wobei die Schicht - wenn uberhaupt - lediglich kurz be. 80 bis 
150°C getrocknet wird urn die OH-Gruppen zu erhalten (siehe Seite 7, Zeile 56-58). Somit 
sind sowohl eine Trocknung nur bei Raumtemperatur sowie eine Trocknung be. einer 
Temperatur von 80°C explizit offenbart. In den Beispielen wird die Beschichtungslosung 
bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 15% hergestellt und aufgebracht. Durch das in der 
Luft vorhandene Wasser erfolgt zwangslaufig eine fur das Sol-Gel-Verfahren typ.sche 
Hydrolyse und Kondensationsreaktion, wie sie im letzten Absatz von Seite 5 der 
vorliegenden Anmeldung beschrieben wird. Es bildet sich also eine anorganische Sol-Gel- 
Schicht AnschlieBend wird eine Fluorsilanschicht abgeschieden und 10 bis 100 mm lang 
bei einer Temperatur von 300 bis 450°C eingebrannt (siehe die Anspruche 2-4). In den 
Beispielen wird fur die Siliziumdioxidschicht eine Dicke von 50 bzw. 40 nm angegeben. Als 
Beschichtungsverfahren wird z.B. Eintauchen genannt (siehe Seite 7, Zeile 30-33), wobe. 
das Substrat vorher gereinigt und entfettet wird (siehe Seite 7, Zeile 19-20). 
Der Gegenstand der Anspruche 1-6,11 und 1 2 ist somit auch nicht neu gegenuber D2. 

3 Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand der Anspruche 7-1 0 nicht auf einer erf inderischen Tatigkeit im S.nne von 
Artikel 33(3) PCT beruht. 

Bei den in diesen abhangigen Anspruchen genannten zusatzlichen techn.schen Merk- 
malen handelt es sich jeweils nur urn eine von mehreren naheliegenden Mogl.chke.ten, 
aus denen der Fachmann, der den in D1 und D2 offenbarten Stand der Techn.k kennt, 
ohne erfinderisches Zutun den Umstanden entsprechend auswahlen wurde, urn die 
genannte Aufgabe zu losen. 
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